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La presento invencién se refiere a disposi;

tivos de presenfacién y/o de memoria por descarga gésaosa,?’fx‘
que tienen una memoria eléctrica y también que son capaces’iﬁpf";wJ
de producir una representacidén o presentacidn visual de da
tos tales como nimeros, letras, presentaciones de teiévi—
9i0n, presentaciones de radar, vocablos binarios, eto.

Tos dispositivos de descarga gaseosa confor-
me al presente invento se distinguen de los de la téenioca
ya conocida, basados en el uso de eleotrodos internos, en
que lag capas de dieléotrico impiden a toda corriente de

conduccidn al paso realmente a través de las mismas, sien-

“do las capas de dieldotrico necesarias parg servir de su-

perficies colectoras de cargas (electrohés, iones) duranté-h;:
los semiperiodos alternos de los potenciales altefnos de ﬁ
trabajo, recogiéndose tales cargas primero en una de las‘jf‘
freas elementales o desunidas (discretas) de la superfiéiél

del dieléctrico, y luego en un 4rea opuesta elemental o

desunida (discreta) de la superficie del dieléctrico, en -

semiperiodos alternos. me
Los sistemas de presentacidn y/o de memé%ié,
gaseosos ya conocidos, tales como el expuest6 en el éft%é
culo titulado "The Flasma Display Panel - A Digitally ‘
Addressable Diéplay With Inherent Memory™" ("EL panel de
presentacién de plasma - Una presentaciéﬁ é;cesible por
df{gitos y con memoria inherente"), publicado en las Actas
de la Conferencia sobre Calculaééras celebrada por el
I.E.E.E. en Fall Joint, 1966, pp. 541-~547, exigen un ais-
lamiento fisico y/o bptico de cada célula individual de

descarga, yendo cada una de dichas células individuales

excitada por una matriz conductora, de disposiciones or-
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denadas de conductores ortogonalmente relacionados. Tal it

aislamiento o separacidén viene usualmente proporcionédaVEVuMh
en forma de estructura central independiente o de placa
relativamente frégil, dotada de perforacliones o células
5 que deben esbar en coincidencia con unos puntos de cru-
ce de la matriz. Es objeto y rasgo caracteristico impor
tante del presente invento habilitar un método y un pa-
nel de descarga gaseosa en los que se elimina el empleo
de estructuras de aislemiento fisico y dptico para cada

10 punto de descarga.
Sabido es (v. gre, por el articulo "Ruptu
ra por descarga eléctrica del argbn en células de vidrio
con electrodos exteriores & un potencial consbante g a Tl

un potencial alterno de 60 Hz", Journal of Applied Phy- K

15 giecsg, vol. 33, nf. 4, pp. 156; y-sig., Abril 1962) que
el &rea de la seccién recta de una descarga en gas eg = -
funcibn, entre otras cosas, de la presidén del gas. Es - ~
objeto y rasgo caracteristico del presente invento la -
eliminacidén del requisito de localizacidn fisica de las-.-

20 descargas por utilizacidn de este fendmeno para mejoraf"i
la resolucidn de imagen en un dispogsitivo miltiple dez-.é
presentacidén por descarga en gas, mediante la colocacidn
del gas a unapresidén suficiente para confinar esencial-
mente todas las cargas producidas por la descarga em una

25 érea de seccidn recta elemental, desunida y bien defini-
da dentro de un gran volumen de gas no confinado. Segﬁn
se ha descubierto, a consecuencia del aumento de presibn,
el margen de memoria, tal como aqui se define, mejora

(se aproxima a la unidad) a medida que aumenta la presidn.

30 Ahora bien, aunque no se ha determinado el limite superior
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" de la presion del gas, ésta aparcce limitada desde un nuﬁ?h

:aptitud de la estructura confinante para resistir las

to de vista practico, en la mayoria de los casos, por 1la

" fuerzas producidas por las diferencias de presidn entre

.1a presién interna y las del ambiente circundante. Por

‘ ejemplo, en elevadas altitudes y en naves aéreas o espa=

gciales, las fuerzas aplicadas a la sstructura confinante

_resultarian ser bastante grandes, de modo que la estruc-

{ tura de sustentacidn debe ser capaz de resistir los es—

- fuerzog resultantes gin sufrir una apreciable deformacidn

- 0 desviacidn.

S5i bien el hecho de ser mayores las presio-

. nes de trabajo del gas significa un aumento en la magni-

tud del potencial de trabajo, este aumento viene compen—

*

gado al menos en parte por la reduccidn de potencial lo-

" grada mediante el uso de un material dieléetrico delgadc,

i

£
H
1
i

i de almacenaje o acumulacidén de carga, con poca calda de

tensidn.

Otro problema con que se tropieza eh los
dispositivos de memoria y presentacidn por descarga gaseg
sa ya conocidos es el del alto nivel de radiacidén inciden
te gque se necesita para iniciar y mantener el funciona-
miento normal del panel. Otro objeto y rasgo caracteris-

tico del presente invento reside en la reduccidn o elimi-

. nacién de la radiacidn incidente o de régimen estitico

necesaria para iniciar y mantener el funcionamiento de

. un panel de memoria y presentacidn por descarga gaseosd.

Cuando en la téonlca anterior a esta inven-

cibén se ha estimado necesario el aislamiento fisico y bp-

tico de las descargas individuales, se necesita recurrir
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a procedimientos de fabricacibén relativamente complicadosfé‘*mﬁ

N YT
y dificiles para asegurar con precisidén la coincidencia
del dispositivo de aislamiento o separacibén {por ejemplo,;
una egtructura perforada) y cada uno de los éonductores
de la matriz. Ademds, en la técnica se viene reconoeiendo;
que, ain cuando las células individuales fisicamente ais—j
ladas deben ofrecer un paso de gas relativamente libre en-
tre todas las células, para asi asegurar al menos una pre-
sidén de gas uniforme en todo el panel y en cada c¢dlula in-
dividual, porque las funciones de la memoria y la descarga,
seglin se mabe, estan rclacionadas con la presidn del gas.

Es objeto y rasgo caracteristico del presente invento la

“o

.

eliminacibdn de todo requisito en cuanto a una precisa

coincidencia de los conjuntos de electrodos con un miem-—

L

bro de aislamiento o separacidén perforado, obteniéndose

BT YO

como resultado un panel de presentacidén y memoria robuste’..:

y simplificado.
Por regla general, las descargas gaseosas
generan una cantidad aprecigble de calor gue, presente-- -

en paneles de descarga miltiples y enterizos, puede afécn'

tar a la uniformidad de trabajo del Area individual de- |

¥ T

descarga, en particular cuando se excitan'unos puntos de
descarga seleccionados con més frecuencias que los puntos :
de desoarga de otra Area del panel, produciendo en el pa~f
nel una diferencia de temperaturas y una posible varia- {
cidén en dimensiones de los vollmenes de descarga elemen- :
tales o desunidos (discretos). Por consiguiente, otro ob-.
jeto y rasgo caracteristico de la iovencidn reside en un ?
panel de, presentacidn y memoria por descarga gaseosa mil-

tiple, en el oual se reduce al minimo el efecto de la tem-
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peratura en el funcionamiento del panel.

1)

i
<y o,
rnm [

o L

A Conforme al presente invento, hay un volﬁmén‘
écontinuo de gas ionizable encerrado enire dos superficies
fde dieléetrico fotoemisivas respaldadas por unas disposi~
%ciones ordenadas de conductores que forman elementos de
%matriz. Las disposiciones de eonductores.cruzados pueden
gestar relacionadas ortogonalmente, (aungue puede usarse
%cua1Quier otra configuracibén de disposicicnes de conducto-
ires), definiendo una pluralidad de pares opuestos de 4ireas
fde élmacenaje de carga en las superficies del dieléctrico
éqpe 1imitan o confinan el gas. Asi, para una matriz de
?conductores que tenga H filas y C columnas el ndmero de
ivolﬁmenes de descarga elementales seréd el producto de

EH » G, ¥ el nimero de &reas elemeniales o desunidas sera
gel doble del niimero de_volﬁmenea de descarga elementales.

: El volumen de gas es aquél que produce luz
éy un copioso suministro de cargas (iones y electrones) du?
,rante la descaroa, y, de preferencia, el gas es unag mez-
cla de gases a presidn suficiente para confinar latera¢~
!mente las cargas generadas al producirse la descarga en
Evolﬁmenes elementales 0 desunidos (discretos) de gas,-eh—
%tre pares opuestos de dreas de dieléetrimo eiementales 0
idesunidas-(discretas), dentro del perimetro de tales
areas. Una>mezcla deAgases Gtil para el caso es la de nedn

| con una pequeiia proporcion de nitrodgeno.

El egpacio comprendido entre las superficies

fde dieléetrico ocupadas por el gas es tal que permite a
;los fotones generados al producirse la descarga en un vo-
§1umen elemental o discreto de gas selegcionado, pasar li-

fhremente recorriendo el espacio de gas y chocar con 4reas

H
!
i
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mental o discreto seleccionado, de modo que esbtas éreas §

~ i LMWL LA AR

de superficie de dieléctrico alejadas, © distantes, con
las cuales han chocado los fotones, emitan electrones para
asi acondicionar los otros volimenes elementales y distan-!
tes de manera que produzcan descargas a un potencial apli—é
cado uniforme.

Respecto a la funcidn de memoria, la distan-
cia admisible estre las superficies de dieléctrico depen- :
de, entre otras cosas, de la frecuencia de la alimentacidn
de corriente alterna, siendo mayor la distancia cuando las

frecuencias son menores. Si la separacidn es relativemente

grande, no hay entonceg tiempo suficiente para que las RO

cargas se transfieran a 0 se recojan en las Areas de su~ '@ -

A
o

perficie de dieléctrico discretas o elementales durante "

iR S

un ciclo, si la frecuencia es demasiado grande. Si bien V..l -
en la técnica ya conocida se dan a conocer realmente dia;;5
positivos de descerga gaseosa con electrodos situados ex~'
teriormente para iniciar una descarga gaseosa, llamados a
vedes '"de descarga sih electrodos", en tales disposittvos

ya conoeldos se ugsan frecuencias y distancias de sepaéa;
cién o volimenes de descarga y presiones de trabajo tales
que, aunque se inicien las descargas en el medio 88560830, :

i

tales descargas son ineficaces, 0 N0 se usan para la ge-

{
'
i
i
!

neracidn y el aslmacenaje de cargas & la manera de la e~

sente invencidn.

El férmino "margen de memoria" se define

-

aqui segim la expresiodn:

MeM. =
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donde Vo es la magnitud de la tensidn aplicada para la

cual se inicia la descarga en un volumen de gas elemental
-0 disoreto condicionado (tal como se explica més adelante),
definido por 4reas comunés de conductores superpuestos, y>
;VB es la magnitud de la tensidn alterna periddica minima
aplicada suficiente para sostener las descargas una vez
‘iniciadas. Como se comprenderd, el fendmeno eléctrico béa-
.gico utilizado en esta invencidn es la generacidn de car-
ﬁgas (iones y electrones) alternativamente almacenables en
fpareﬁas de 4reas o puntés desunidos (discretos) opuestos

jo enfrentados en un par de superficies de dieléctrico res-

i

ipaldadas por unos conductores conectados a una fuente de

gpotencial de trabajo. Tales cargas almacenadas dan por
éresultado un campo eléctrico que se opone a?_producido
§por el potencial aplicado que las cred y, por tanto, ac-
Etﬁan dando fin a la ionizacidén en el volumen de gas ele-
;mental comprendido entre &reas o puntos desunidos (dis~
écretos) opuestos o enfrentados de las superficies de die-~
éléetriéo. Con la expresidén de "sostener la descarga' g6

-

équiere dar a entender la produccidn de una secuencia de
i .
Edescargas momenﬁéneas, una descarga por cada semiperiodn
de la tensidn alterna de shstenimiento aplicada, una veg
encendido el volumen elementsl de gas, para mantener el

almacenaje alterno de cargas en lag parejas de Areas desu

. nides opuestas de las superficies de dieléotrico.

! Ia resolucidn de imbgenes, tal como agui

' se usa, e refierc a la seccidén recta en que cada descar-
' ga gaseosa individual puede confinarse o aislarse y al
inﬁme:o de ellas, unas al lado de otras, que pueden aisg-

larse dentro de una &rea dada sin dejar de ser controla-

“8”



ca ya conocids, que dan la resolucién de imagen por conBl

namiento fisico, o las barreras 6pticas. Estructuralmente,

5 las estructuras fisicas fundamentales o bisicas que defi- ;
nen una 4rea elemental o discreta de descarga (y el érea
de seccidn recta de los volimenes de gas elementales o
discretos dentro de los cuales se efectia una descarga)
son las dreas de superposicidén o comunidad de conductores

10 endisposiciones o formaciones ordenadas de conductores,
eligiéndose la distancia de separacidn de conductores de
modo que se reduzca al minimo el efecto de los campos
marginales: por ejemplo, el grosgor de la capa de gas y el ?"“3?

M

uso de delgadas peliculas de disléctrico. Con estos paré—;w‘ﬁ

-
?

15  metros relativamente fijos, la invencién hace uso del I

At
efecto de la presibén del gas para ayudar a localizar lasg™~i.’
descargas. i

Los indicados, asi como otros objetos, ras-"

oAt

gos caracteristicos y ventajas de la invencidn se irén::né
20 desprendiendo y comprendiendo mejor por referencia a %é’*;}
siguiente descripeidn detallada, tomada en relacidn con. -
los dibujos adjuntos, en los cualest
- la figura 1 es una vista en planta, con
partes desprendidas, de un panel de memoria de presenta-
25 cidn por descarga gaseosa realizado conforme al invento ;
y conectado a una fuente de potencisles de trabaje esque—f
miticamente representada; .
- la figura 2 es una vista en seccidn rectag

(ampliada pero no a escala proporcional, ya que el grosor

30 del volumen de gas, de los miembros de dieléctrico y las

5"'8"'70 -— 9 -
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formaciones regulares de conductores se ha ampliado a’;ﬁji?

fines de la ilustracidn), tomada por la linea 2-2 de la - ?f
ifigwra 13 '
: ~ la figura 3 es una vista en seccidén recta
;paréial explicativa semejante a la figura 2 (ampliada, pe
gro no a escala proporcional); A

- la figura 4 es una vista isométrica de un
.panel de memoria de presentacidn por descarga gaseosa mis
fgrande, que lleva incorporado el presente invento;

- la figura 5 es una representacidn gréfiea
‘de tensién eléctrica en funcidén de la presidn, que ilus-—-
;tra el efecto de la presidn sobre la mejora del margen de
;memoria; ¥
| - la figura 6 es una vista isométrica en -
;seccién recta (ampliada pero no a escala proporcional)
;de una forma méaificada de panel de memroai y presenté—
%cién por descarga gaseosa realizado conforme al presente"
’invento.
i Ia invencidén hace uso de un par de recubiié'
mientos o peliculas de dieléctrico 10 y 11 separados por
una delgada capa 0 volumen de un medio de descarga gasébé
80 12; medio éste que produce un copioso suministro de
cargas (iones y electrones) que pueden recogerse alterna-
tivamenfe en las superficiés de los miembros de dieléctri-
co en Areas elementales o discretas X ¢ ¥, opuestas o en-

frentadas, definidas por la watriz de conductores, o la-

,dos no puestos en contacto con el gas, de los miembros de

| dieldctrico, presentando cada miembro de dieléctrico unas

v

| dreas amplias de superficie abierta y una pluralidad de

pares de Areas elementales X e Yo Si bien los miembros

i - 10 -
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estructurales eléctricamente operativos, tales como légai'

miembros de dieléctrico 10 y 11 y las matrices conducto- |}

ras 13 y 14, son todos relativemente delgados (habiéndose 
exagerado su espesor en los dibujos), se hallaﬁ formados
en y sustentados por unos miembros de soporte rigidos y

no conduetivos, 16 y 17 respectivamente.

De preferencia, uno de los miembros de so-
porte no conductivos 16 y 17, o ambos, dejan pasar la luz
producida por la descarga en los volumenes de gas elemen-
tales. De preferencia, son unos miembros de vidrio trans-
parentes, y estos miembros definen esencialmente el grosor
¥y la robustez en general del panel. Por ejemplo, el gro-

sor de la capa de gas 12, determinado por el separador 15,

es inferior a 0,254 mm y, preferiblemente, estd entre al- - -

ha

~a

rededor de 0,127 y 0,152 mm; el de las capas de dieléotri=."
co 10 y 11 (por encima de los conductores en las freas o
elementales o desunidas X e Y) estd comprendido entre

0,025 y 0,051 mm; y los conductores 13 y 14 son de unqs*
8,000 &ngstroms (8,000 %) de espesor (de bxido de estaéd);
En cambio, log miembros de soporte 16.y 17 son mucho ﬁgsnf
gruesos (especialmente en los paneles més grandes), péré‘
asi dar toda la robustez que pueda desearse para compen-
sar los esfuerzos aplicados al panel. Los miembros de so-
porte 16 y 17 sirven también de ebsorbedores de calor ge-f
nerado por las descargas, y reducen asi al nminimo el efec~
0 de la temperatura en el funcionamiento del dispositmvol
S5i gse desea utilizar tan solo la funcidn de memoria, no

es necesario entonces que ningunc de los miembros sea
transparente a la luz, ain cuando, a los fines mds ade-

lante indicados, se prefiere que uno de los miembros de

- 11 -
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" soporte y los miembros sobre €1 formados sean trans

R A
"

;tes a la radiacidn ultravioleta, o la dejen pasar.
Excepto en la de ser no conductivos, o bue-
?nos aislantes, las propiedades eléctricas de los miembrosg
de soporte 16 y 17 no son criticas. Es funcibn principal
de los wienbros de soporte 16 y 17 la de dar sustentacidn
¥ resistencia mecdnicas al panel entero, en particular
frespecto a la diferencia de presiones actuante sobre el

?panel, ¥y al choque térmico. Como se ha hecho notar ante-

‘riormente, han de tener unas caracteristicas de dilatacién

térmica sensiblemente acordes con las de las capas de die-
1léctrico 10 y 11. A este fin se vienen usando con tal ob~
%jeto los vidrios planos ordinarios de sosa y cal, de ca~
llidad comercial y de unos 6 mm de espesor. Pgeden usarse
iotros vidrios, tales como los de baja dilatacidn o los
?transparentes degvitrificados, siempre y cuando puedan
jresistir el tratamiento y posean unas caracteristicas de
idilatacién esencialmente acordes con las de los recubri--
wientos de dieléctrico 10 y 11. Para unas diferencias de
ipresién y un grosor de placas dado, los esfuerzos y la
‘desviacidn o deflexidn de las placas pueden determinarse
;segﬁn las férmulas normales de esfuerzo y deformacidn
%(véase R. J. Roark, "Férmulas de esfuerzo y deformacidn",
MoGrew-Hill, 1954). “

i

i
4

ElL éeparador 15 puede hacerse del mismo ma-
%terial de vidrio que las peliculas de dieléetrico 10 y 11,
gy puede zer un nervio enterizo formado en uno de los miem-

gbros de dieléctrico y unido por fusidn a los demis forman-

" .do un recinto con cierre hermético al calor que encierra
i

éy confina el volumen de gas ionizable 12. Ahora bien, pue-
i

- 12 -
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de efectuarse un cierre hermético final por separado, mo- ¥4

diante un agente sellador, desvitrificado, 15§ de gran re
sistencia mecénica. Se prevé una tubuladura 18 para hacerj‘“‘
el vacio en el esgpacio comprendido entre los miembros de
dieléetrico 10 y 11 y llenar ese espacio con el volumen
de gas ionizable. Para los paneles grandes, pueden dispo~
nerse pequeiios separadores de vidrio de soldeo a modo de
perlas, como se indica en 15B, situados entre interseccig
nes de conductores y unidos por fusibén a los miembros de
dieléetrico 10 y 11, para ayudar a resistir los esfuerzos
aplicados al panel y mantener la uniformidad de grosor
del volumen de gas 12.

Las formaciones regulares de conductores
13 y 14 pueden hacerse en los miembros de soporte 16 y
17 mediante cierto nlmero de procedimientos ya conocidos,“§~
tales como los de fotograbado o ataque quimico, formaciéiﬁi;
de depbsito al vaclo, estarcido, etc. En el panel indicas:-
do en la figura 4, la geparacidn entre centros de los con-
ductores en las formaciones regpectivas es de alrededoff'?
de 0,76 um. Para hacer las disposiciones o formaciones - -
regulares de conductores puede usarse un materigl conﬁﬁ&L
tor transparente o semitransparente, tal como el 6xido de
estaflo, el oro o el aluminio, que ha de tener una regis-
tencia eléctrica inferior a 3000 ohmiocs por linea. Es im-
portante seleccionar como material para los conductores
uno que no sea atacado por el material dieléotrico duran—
te el tratamiento.

Como se apreciard, las formaciones regula- .
reg de conductores 13 y 14 pueden ser hilos o filamentos -

de cobre, oro, plata o aluminio, o de cualguier otro me-

- 13 -
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- dispone de hilos o filamentos wetélicos de 0,025 mm de

82021 7

tal o material conductor. Por ejemplo, en el comercio so ‘&

didmetro que pueden usarse en la invencidn. Sin embargo,

~ se prefieren las formaciones regulares de conductores

“hechas in situ, ya que pueden colocarse y adheririse més

C fheil y uniformemente sobre las placas de soporte 16 y
17

Los miembros de dieléotrico en forma de

capa 10 y 11 estén hechos de un material inorgénico J,

. de preferencia, formados "in situ" como revestimiento o

. peliocula adherente, no afectada quimica ni fisicamente

f durante la coceidn del panel. Un material como el citado

- es, por ejemplo, wn vidrio de soldeo tal como el Kimble

S5G-68, manufacturado por el cesionario de la presente

. invencibn y que puede obtenerse comercialmente del mis-

mo.

Este vidrio tiene unas caracteristicas de

" dilatacidn térmica sensiblemente acordes con las de cier-

| tos vidrios de sosa y cal, y puede ugarse como capa de

: dieléetrico cuando 1os miembros de soporte 16 y 17 sean

: placas de vidrio de sosa y cal. Las capas de dieléctrico

10 ¥ 11 deben ser lisas y tener una rigidez dieléctrica

de alrededor de 1000 V, y ser eléctricamente homogéneas
a escala microscépica (por ejemplo, sin grietas, burbujas,

cristalizaciones, suciedad, peliculas superficiales, etc.).

i Ademds, las superficies de las capas de dieléctrico 10

y-11 han de ser buenas como fotoemisoras de electrones,

cuando estén cocidas. Ahora bien, puede preverse un su-

- ministro de electrones libres para acondicionar el gas

" 12 para el proceso de ionizacidn, mediante la inclusidn

- 14 -
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de gas. Un intervalo preferido de variacidén de espesores 5“

de un material radiactivo dentro del vidio o del espacio
i
de las capas de diélectrico 10 y 11 superpuestas a lag’
formaciones regulares de conductores 13 y 14 es el com=
prendido entre 0,025 y 0,051 mm. Naéuralmente, para una
presentacidn 6ptica, por lo menos una de las capas de
dieléctrico 10 y 11 ha de dejar pasar la luz generada en
la descarga y ser transparente o translicido; y, de pre-
ferencia, ambas capas son Opticamente transparentes.

La distancia de separacidn preferida entre
superficies de las peliculas de dieléetrico es de alrede~
dor de 0,127 a O, 152 mm, con disposiciones o formaciones

regulares de conductores 13 y 14 que tengan una separa-

cidn entre centros de unos 0,76 mm. L

Los extremos de los conductores 14-1 ...  -..
144 del miembro de soporte 17 se extienden hasta mfs . -
alld del volumen de gas encerrado 12, y quedan al descu-ig
bierto con el propdsito de efectuar conexidn eléetrica -
con los circuitos de enlace y acceso 19. De igual modo{.‘”
los extremos de los conductores 13=1 eee 13-4 del,ﬁiem%n;
bro de soporte 16 se extienden hasta més alld del volgﬁén:
de gas encerrado 12 y quedan al descubierto a losg finesv
de efectuar la conexidn eléctrica con los circuitos 19 de:
enlace y acceso.

Como en los sitemas de presentacidén ya co—
nocidos, el sistema de circuitos de enlace y acceso 19
puede estar constituido por unos sistemas de exploracidn
de lineas relativamente poco costosos, 0 bien por sisgte-

mas algo més costosos de acceso aleatorio de gran velooci-

dad. Ahora bien, es de notar que una menor amplitud de

- 15 =
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blemas asociados a la circulteria de enlaces entre el sig
tema de acceso y el panel de presentacidn y memoria pro-
piamente dicho. Asi, dotando al panel de mayor uniformi-

dad en las caracteristicas de descarga por todo él, se

. hacen menos rigidas la tolerancia y lag caracteristicas

de trabajo del panel con el cual cooperen los circuitos
de enlace.

La curva de la figura 5 ilustra la relacidn

. existente entre la presidén y los potenciales de encendido

y de sostenimiento Vp ¥ Vge El margen de memoria se ha

definido como el cociente de la diferencia entre el po-

‘ tencial de encendido y el de sostenimiegto (Vi - Vg) divi-

' dida por el potencial de sostenimiento (Vs); Las curvas

dan una idea gréafica de la mejora obtenida en el margen
de memoria a medida que sumenta la presidén del gas, por -

1o menos dentro del intervalo indicado en la figuraoALas-L

T eurvas de la figura 5 se obtuvieron con presiones com--

prendidaes entre unos 10 Torr y poco més de 760 Tory, ¢i;’
sea alrededor de una atmdsfera. La distancia dé separa-
cidn entre las superficies de dieléctrico era de unos""_
0,965 mm, la frecuercia del potencial aplicado de unos
100 Kz y el gas era una mezola de alrededor de 97% de
neén y un 3% aproximadsmente de nitrdgeno.

El aumento de la presidn del gas sirve tam~
bién para localizar el &rea de seccidn recta de la des~
carga. Otro factor que interviene en mejorar la resolu-
ciéﬁ.es la reduccién del espesor y de la distancia de
separaciéﬁ‘de las capas de dieléetrico 10 y 11, reduccidn

que hace minimo el efecto marginal de los campos eléctri-




00os entre conductores. 38 2 0 2 1 ‘:’ﬁ‘!i ';E

I PR
Para poner de manifiesto el efecto de la . i
presidén del gas en la localizacidn de las descargas, se.‘f
construyd un conjunto de presentacién en el cual la dis- -

5 tancia de separacidn entre superficies de dieléctrico
era de unos 0,254 mm, y el gas era una mezcla de nebn y :
nitrdgeno a 10:1. Los conductores estaban separados entre%
8l a xx 1,6 mm entre centros y alimentados con corriente |
alterna de 60 kHz a una tensibén comprendida emtre 1000 y i
10 1500 voltios. Las descargas individuales egtaban bien lo-é
calizadas y eran fécilmente resueltas pdr el ojo humano; |

pero por bajo de una presidn aproximadamente igual a la

¢
Mal 1

mitad de la atmosférica se producia una diseminacibén de * %

la descarga. - . ﬁ%’;;
15 A continuacidn se describiré uno de los m04£;

dos de iniciar el funcionamiento del panel, haciendo reQCE:l

"

ferencia a la figura 3, que ilustra la condicidn de-uno e
de los volimenes elementales de gas 30, que tiene una _
drea de seccidn recta elemental y un volumen realmenteziji
20 pequefios respecto al volumen y al Area de seccidn recﬁa_;‘
totales de gas 12. EL 4rea de seccién recta del volumen:
30 esti definida por las 4reas elementales comunes de
superposicidén de las formaciones regulares de conducto-
res, y el wolumen es igual al producto de.la distancia

25 entre las superficies de dieléetrico por el Area elemen—

tal. BEs evidente que si las formaciones de conductores

gon uniformes y lineales, y estén relaclonadas ortogonal--l
mente (formando 4ngulos rectos) entre si, cada una de
las 4reas elementales X e Y serd un cuadrado; y que si

30 los conductores de una de las formaciones regulares son

5=8=70 -7 - :
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mis anchos que los de la otra formacidn regular de condug f

tores, dichas 4reas serdn recténgulos. Si las formaciones ¢

- de conductores estén formando entre si &ngulos transversa

“les distintos de 902, las Areas tendrin forma de rombos,-

~de modo que la configuracibn en seccidn recta de cada vo-

lumen viene determinada vnicamente en el primer caso por

"la forma del &rea comin de superposicidn entre los conduc

. ores de las formaciones regulares 13 y 14. Las lineas

30' de trazo intermumpido son unas lineas imaginadas para
ilustrer la delimitacion de un determinado volumenfelemeg
tal en torno a cuyo centro tiene lugar cada descarga ele-

mental. Como se ha dicho en lo que antecede, sabido es

“que el &rea de la seccidn recta de la descarga en un gas

es afectada, entre otras cosas, por la presidn del gas,

- de tal modo que, si asl se desea, la descarga puede in-

B T

! oluso limitarse a una &rea menor gue la de superposicidn

de los conductores. Mediante la utilizacidn de este fend-
meno, la produccidn de luz puede limitarse o resolverse
esencialmente al 4rea de la de seccién recta elemental -
definida por la superposicidn de los conductores. Adedés,
trabajando a dicha presidn, las cargas (iones y electfbl
nes) producidas en la descarga se limitan lateralmente de
manéra qué no afectan materialmente al trabajo o al fun-
oionamiento de los volimenes elementales de descarga con-
tiguos. _

7 ' En el instante ilustrado en la figura 3, se
ha iniciado una descarga de acondiclonamiento en torno
al centro del volumen elemental 30, mediante la aplica-
cidn al‘conductor 13=-1 y al 14-1 del potencial de encen-

dido V' derivado de una fuente 35 de fase variable, por

- 18 -
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ejemplo, y de la fuente 36 de potencial de sqgtenimientoi_tf;E\

Vg (que pueée ser una onda sinusoidal, por éjemplb%. El iﬁéﬁéﬁ}u
potencial V,' se suma al de sostenimiento V4 a medida quggm~nuwmé
el potencial de sostenimiento Vg aumenta enrmagnituﬂ, pa—g :
5 ra iniciar la‘descarga de acondicionamiento en tornmo al -
centro del volumen elemental 30 de la figura 3. ALY, la %
fase de la fuente 35 de potencial Vy' ha 'sido ajustada en’
relacibén de suma o adicidn con la tensidn alterna que
viene de la fuente 36 de potencidl de sostenimiento Vs,
10 dando, una vez cerrado el interruptor 33, a los conducto-:
res 13~-1 y 14-1 que definen al volumen elementgl de gas
30, una tensidn V' suficiente (en tiempouy/o én magni~
tud) para producir una descarga-genefatriz de luz, cen— ---"
trada en torno al volumen elementsal y discreto de gas 30.T~,£f
15 En el instante indicado, como el conductor 13-1 es posi-.iL
tivo, son electrones 32 los que se han recogido y esfénjﬁfi

wacak aar

llegando a una Area elemental del miembro de dieléctricq;}
g
10 sensiblemente correspondiente al frea del volumen ele—.

mental de gas 30, mientras los iones positivos 31, menos .
a4 |

A

20 méviles, se estén empezando a recoger en el drea elemeq-'5

’
-

tal opuesta del miembro de dieléctrico 11, por ser.égﬁs;i
negativa. 4l ir acumuléndose estas cargas, constituyehﬂh |
una "contratensidn" opuesta a la tensidén aplicade a los
condﬁctores 13-1 y‘14—1 ¥y que sirve peara dar fin a ls

25 descarga en el volumen elemental de gas 30 durante el
resto del semiperiodo.

Durénte la descarga en torno al centro del

volumen elemental de gas 30 se producen fotones que que-%

dan libres parg moverse o recorrer ol medio gaseoso 12,

30 gegfin se indica con las flechas 37, hasta chocar con _é

5~8-70 - 19 -
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trico 10 y 11 fotoemisi¥os, haciendo que dichas éreas dié?
tantes liberen electrones 38. Los electrones 33 son, en
efecto, electrones libres en el medio gaseoso 12, y con-
dicionan cada wio de los demés volimenes elementales dig~
cretos o desunidos de gas, haciéndolos funcionar a umme-

nor potencial de encendido V,, inferior en magnitud al

: potencial de encendido Vf' de la descarga iniocial en tor-

i v v

no al centro del volumen elemental de gas 30; y esta ten-
gi6n Vf es sensiblemente uniforme para cada uno de los
demés volimenes eiemgntales de gas.

Asi, la eliminacidn de las barreras u obs-
trucciones fisicas entre volimenes elementales discretos
permite & los fotones recorrer el espacio ocupado por el
medio gaseoso 12 hasta chocar con Areas de superficie dig
tantes, de los miembros de dieléctrico 10 y 11, y propor~
ciona un mecanismo para suwsinistar electrones libres a
todos los volimenes elementales dé gas, acondicionando- . -
asi todos los vollmenes elementales discretos de gas para
lasg sucesivas descargas,.respectivamente, g un potencial.
uniforme aplicado mAs bajo. Si bien en la figura 3 se ie~
presenta un solo volumen elemental 30, como se apreciaré,
puede ser toda una fila (o una columna) de volimenes ele-
mentaleg de gas la que semntenga en lé condicidén de "en-
cendida" durante el funcionamiento normal del disposi%i—
Vo, pera‘oculténdose la iuz producida por ella, o impi-
diéndose que pase al Area normal de observacién, y no
uglndose a los fines de la presentacibn. Cabe esperar
que en algunas aplicaciones haya siempre por lo menos

un volumen elemental en la condicidn de "encendido", dan-

- -
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do luz en un panel; y en tales aplicaciones no es neqlﬁa-g,u”,

rio prever la descarga por sgeparado ni la generacién de
fotones a los fines anteriormente descritos.
Ahora bien, como se ha descrito antes, el 5:,“..
5 volumen de gas entero puede acondicionarse para funcionaré
a potenciales de encendido uniformes mediante el uso de
radiacibén externa o interna, de modo que no haya necesi- '
_déd de fuente alguna por separado de un potencial més al-
to para cebar una descarga inicial. Asi, irradiando el
10 panel con una radiacidén ultravioleta, o mediante la in-
clusidn de un material radiactivo en los materiales de
vidrio o en el espacio del gas, pueden ponerse en accién ,

todos los volimenes de descarga con potenciales uniformes ™™’

bt ]
‘X

desde los circuitos de acceso y enlace 19.

15 Puesto que cada descarga se termina al acu-'I

mularse 0 almacenarse cargas en los pares de areas ele- .7 -
p

mentales opuestas, finaliza asimismo la emisidn de luz.

De hecho la produccién de luz sélo dura una pequefia frécw;
cidn de semiperiodo del potencial alterno aplicado queifli
20 seglin los parémetros de proyecto, es del orden de los\“.f
nanosegundos. :::Ff
Tras el encendido o descarga inicial del
volumen elemenfal y discreto de gas 30, producido por un
potencial de encendido Vf', puede abrirse el interruptor :
25 33 de modo que a los conductores 13-1 y 14-1 se les apli-—T
que s6lo la tensién de sostenimiento Vg procedente de la
fuente 36. Debido al almacenaje de cargas (V.gr., la me-
moria) en las areas elementales opuegtas X‘e Y, el volu=-
men eiemental de gas 30 se descargard de nuevo en o cerca

30 de la cresta de los semiperiodos negativos de la tensifn’

5~8-T0 -2 =
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- de sostenimiento Vg, volviendo a producir un impulso mo-

S 382021 e

‘mentineo de luz. En este instante, debido a la inversiédn
‘del sentido del campo, los electromes 32 se recogerén y
.glmaeenarén en el érea elemental de superficie Y del mien
-bro de dieiéotrico 11, ¥ los iones positivos 31 se reco-

.gerén y almacenardn en el érea elemental de superficie X

. del miembro de dieldctrico 10. Al cabo de algunos ciclos

,de la tengidn de sostenimiento V,, los instantes de las
§descargas.llegarén a situarse simétricamente respecto al
?perfi; de onda de la tansién de sostenimiento Vg En los
?volﬁmenes elementales distantes como, por ejemplo, los de-
Zfinidos por el conduchor 14-~1 con los conductores 13-2 y
-13~3, se suma selectivamente un potencial V. de magnitud
;uniforme procedente de la fuente 60, por med;o de uno de
élos interruptores 34~2 o 34~3, o de ambos, al potencial

f'd.e sostenimiento Ve representédo como 36', para encendexi
?uno de estos volUmenes elementales de descarga, o ambos.
sDebido a la presencia de electrones libres producidos

géqmo resultado de la descarga centrada en torno al voly- -
émen'elemental 30, cada uno de estos volimenes elementales
gdisfantes se ha acondicionado para funcionar con el pgtgg
zcial uniforme de encendido V.o

; Para "apagar" un vn}umen elemental de gas

! (esto es, finalizar una secuencia de descarga que repre-

#enta el egtado activo o de volumen “endendido"), puede

o P

i quitarse la tensidén de sostenimiento. Ahora bien, como

" esta accidn tambidn "apagaria" otros volfmenes slementa-

| 4 .
3

?les gituados a lo largo de una fila o columna, se prefie-
|

fre "apagar" los vollimenes selectivemente mediante la apli

i

: cacibn, a determinados volimenes elementales que estén

L - 22 -
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"encendidos", de una tensidn que pueda neubtralizar las
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cargas almacenadas en las parejas de éreas elementales

opuestas. Egsto puede lograrse de varias maneras, como,
por ejemplo, la de hacer variar la fase o la posiciln
en el tiempo del potencial que viene de la fuente 60 has-'
ta que dicha tensibn, combinada con el potencial que vie-.
ne de la fuente 36', caiga apreciablemente por bajo del
valor de la tensibén de sostenimiento. 7

Es evidente que las placas .16, 1% no nece-—
gsitan ser planas, sino que pueden ser curvas, de modo que
las curvaturasg de las superficies enfrentadas de cada
placa se complementen entre si, Si bien la disposicidn de

conductores preferida es del tipo de enrejado cruzado que

.
.

aqul se representa, es igualmente evidente que cuando no wf{
sea necesaria una variedad infinita de disefios de presen-“fu
tacibén bidimensional, como sucede cuando lo que se quier3:§:1
formar son configuraciones visuales normalizadas (por N
ejemplo, nlmeros, letras, vocablos, etc.) y la resolucién..
de imagen no es critica, los conductoreswpueden egtar o
conformados de acuwerdo con ellos e
El dispositivo de la figura 4 es un pandl
dotado de gran nimero de volimenes elementales semejantes.
al volumen elemental 30 (figura 3). En este caso se deja
més sitio para establecer la conexidn eléctrica con las.
formaciones regud &resde conductores 13' y 14', respeo~
tivamente, mediante el recurso de extender las superfi-
cies de los miembros de soporte 16' y 17' més alld del
cierre hermético 158', prolongindose los conductores
alternos por lados alternos. Las formaciones ordenadas

de conductores 13' y 14', asi como los miembros de sopor-f

- 23 -
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te 16' y 17', son transparentes. Los revestimientos de
dieléctrico no se representan en la figura 4, pero son
.igualmente transparentes, para que el panel pueda obser—
varse por ambos lados.

7 En la modificacidén ilustrada en la figura
6, cada wiembro de soporte lleva formada una pluralidad
.de finos surcos o canales 504 y 50B, y en cada uno de
éstos va depositado un conductor de cada formacidn orde-
.neda de oconductores 13'' y 14'!, respectivamente. En cada
conductor de la disposicidn de conductores 13'' va depo-
;sitado un revestimiento de dieléctrico respectivo 10'! y,
‘de modo correspondiente, hay un revestimiento dieléctrico
11'' depogitado en cada conductor de la formacidén regular
14!, La profundidaed de los surcos o canales 50 es mayor
‘que el grosor total de los conductores y los revestimien—
‘tos de dieldctrioco, de modo que la boca 51 de cada surco
.0 canal esté abierta a todo Lo largo de cada surco. Log
‘miembros de soporte 16'' y 17'! estin orientados con sus
greapectivos surcos formando éngulo recto entre si, de
‘modo que los rellanos 52 de cada surco del miembro de go-
iporte 16'' se hallan en contacto con los rellanos 53 de
Ecada surco del miembro de soporte 17''. Asi, se mantiene
‘uniforme la distancia entre pares elementales opuestos de
ésuperficies de dieléectrico en los cruces de conductores,
Epara presiones de gag menores que la del ambiente. A fin
ide eliminar o reducir al minimo los esfuerzos debidos a
;las'diferencias de presidn, cuando la del gas sea mayor
ique la del ambiente, los rellanos de contacto contenidos
.en 1os miembros de soporte pueden recubrirse de un mate-

rial dieléotrico usotro material fusible y unirse entre

- 24 -
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si. En esta forma de reglizacién, el gas 12'!' a presidn

gerd continuo a lo largo del surco en oada'intersecci6n

con los canales portadores de conductor del miembro de

soporte opuesto. En este caso log fotones pueden pasar
5 libremente a todo lo largo de un par de canales hasta
chocar con recubrimientos de dieléctrico a lo largo de
los canales, y asi acondicionar volimenes elementales
a lo largo de un par de canales que Se crucel.
La invencidn no debe considerarse limitada
10 a lag formas precisas ilustradas en losg dibujos, pues
como es obvio pueden hacerse muchos cambios, algunosg de
los cuales se sugieren agui nismo, sin salirge del dmbito

de las reivindicaciones que siguen.

15

REIVINDICACIONES

20
Los puntos de invencibn propia 1o nueva ‘qué
ge presentan para que sean objeto. de esta solicltud de
Patente de Introduccibn en Esﬁaﬁa, por DIEZ afios, son los
siguientes:

25 1o~ Un dispositivo de descarga en gas del
1po en el ousl una descarga en un gas ionizable hermé-
ticamente encerrado genera cargas que pueden ser recogi-
das_alternativamente sobre un par de 2zonas individuales .
opuestas de un par de medios que tienen superficies die-

30 léctricas sustancialmente paralelas, estando cada una de

5-8-70 - 25 =
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dichas superficies dieléctricas respaldada por un equipo
de conductores que definen una pluralidad de pares de zo-

nas individuales y opuestas de almacenaje de cargas y me-

- dios para suministrar potenciales de trabajo a dichos con

CE R

15

ductores caracterizados por los perfeccionamientos gue
comprenden: el hecho de que dichos pares de zonas indivi-
dueles opuestas estén en comunicacidn foitdnica libre en-

tre si a través del espacio ocupado por dicho gas, siendo

- ‘dicho gas un -volumen de gas no confinado bidimensional-

mente, en capa delgada, contiguo a dichas superficies die-
1éttricas; el hecho de que dicho gas esté a una presidn
éuficiente para confinar lateralmente las cargas produci-
das en la descarga sustancialmente dentro del volimen de
gas en que son generadas; y medios de soporte para sopor-
tar dichos medios que tienen superficies dieléctricas de
almacenaje de las cargas, siendo dichos medios de sopor=
te.suficieniamente robustos para resistir las solicita-

ciones sobre dicho dispositivo debldas a la diferencia de

‘Y présiongs entre la del gas y la del ambiente en torno al

20

25

30

15.12.72

dispositivos

2.~ Un dispositivo de descarga en gas, en parti-
cular del tipo de presentacidn, en el cual unas descargas
que producen luz elemental en un gas ionizable herméticamen
te encerrado generan cargas que puéden glmacenarse alterna—
tivamente en pares de zonas individuales, respectivamente,
sobre un par de superficies dielectricas enfrentadas y para-
lelas para constituir una memoris eléctrica, equipo de con-
ductores que respaldan a cada una de dichas superficies
dieléctricas, respectivamente, y a conductores seleccio-

nados de los cuales se aplican selectivamente potenciales
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alternos para iniciar descargas poroductoras de luz é%%?

mental, respectivamente, dejando por lo menos una de di- {'f

chas superficies dieldéciricas y de los equipos de condqg%_f
tores asociados gque pase la luz producida por dichas desg
cargas productoras de luz elemental, caracherizado por -
log perfeccionamientos que comprende: el que dicho gas -
sea un sdlo volumen de gas continuo relativemente delga-
do contifuo a superficies de dicho dieléetrimo dentro de
los limites del recinto hermético para el mismo, estando
cada descarga elemental citada en comunicaci5n fotonica
libre con volUmenes elementales adyacentes a través del
espacio ocupado por dicho gas; y el que dicho gas esté a
una presidn suficiente para confinar cargas generadas en MRRERS
cada descarga a un volumen individual de dicho gas entre ' -
dicho par de éreas individuales respectivemente, un par }f%
de placas de soporte paralelas, una para cada dieléctri-;ii?
¢o ¥y su equipo de conductores, respectivamente, estando’;~
dicho dieléetrico formado in situ sobre superficiesopqu?;
tag de dichas placas de goporte; teniendo dichas placdsi}
de sopw te caracteristicas de expansién térmica compati-- i
bles con las caracteristicas de expansién térmica de di;}
cho dieléctrico, dejando al menos la plaea que soporta -
dicho dieléctrico que deja pasar la luz y dicho equipo - .
de conductores que pase la luz producide por dichas des—_i
cargas productoras de luz elemental; medios espacladores
inorgénicos que separan dichas pbacas para mantener los ‘
intersticios de descarga de dicho volumen continuo de gas
relativamente cbhstantes, y medios que unen los bordes

de las placas citadas para formar con ellas dicho redin-

to hermético, con lo cual, después de la formacibén de

- 27 -
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5~§u10ho dlelectrloo y de dicho equipo de conductores ¥y de

;1a unidén de dichos bordes de dichas placas, y antes de
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©, introducir dicho gas en el recinto, el dispositivo puede

" ser calentado bajo vaclo para eliminar impurezas de den-

- tro del recinto y de sus paredes interiores.

3o~ Un dispositivo de degcarga en gas del

‘ tipo en el cual una descarga en un gas lonizable hermé-

¥

e i it e YT ATORE bt -

ticamente encerrado genera una alimentacidn de cargas
eléetricas que pueden ecogerse alternativamente en un

par de &reas elementales individuales ¥ opuestas, que
ticne: medios que forman un par de superficies dieléctri-
cas, siendo pdr 1o menos una de dichas superficles capaz
de emitir electrones al recibir el chogue de fotones; es-
tando cada uno de dichos medios gque forman las superfi-
cies dieléetricas respaldedo por un grupo de conductores
que definen una pluralidad de pares de dichas &reas ele-

nentales individuales; medios conectados a dichos conduoc-

: tores que definen dichas &reas elementales individusles

para aplicar selectivamente un potencigl de descarga en.
un par seleccionado de fAreas elementales individuales; .
siendo mantenido dicho gas ionizable a2 una presidn sufi-
ciente para confinar lateralmente, en esencia, todas las
cargas producidas por cualquier descarga sustancialmente
dentro del volumen de gas en que son generadas; esbando
dicho gas ionizable por ocompleto sin confinar dentro de
los limites del recinto hermético de modo que resulie
pogible que los fotones generados en la descarga en dicha
drea elemental individual seleccionada pasen libremente
a &reag de dichas superficies dieléctricas alejadas de

dicha frea elemental individual seleccionada, y choguen
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‘con ellas, emitiendo dicho dieldetrico electrones sl re-

e¢ibir el impacto de fotones, acondicionando de este modo
a todo el volumen de ges para descargas subsiguientes en-
tre otros pares seleccionados de &reas elementales indi-
viduales., |

4.~ Un dispositivo de descarga en gas, en parti-
cular del tipo de memoria, que comprende en combinacidn: un
par de miembros de soporte; teniendo cada miembro de soporte
formados en 8l grupos de conductores; un delgado recubrimieg
%o dieléctrico de almacenamiento de cargas sobre dichos
grupos de conductores; medios que unen los bordes de di-
chos miembros de soporte, con dichas superficies en rela-
cldn espaciada y con dichos grupos de conductores en rela-
cidn transversel para definir una pluralidad de zonas in-
dividuales y opuestas de almacenaje de carges sobre su~-
perficies de dichos recubrimientos dieléetricos, respecti-
vamente; un medio gaseoso ilonizable entre las superficies
espaciadas de dichos recubrimientos dieléciricos capaz
de ser ionizados entre zonas individuales opuestas y se-
leccionadas, al ser aplicado un potencial eléctrico ve-
riable a un par de conductores que definen dichas zonas
individvuales opuestas y de producir una alimentacidn de
carges para su depdsito sobre dichas superficies dieléc-
tricas 80lo en dichas zonas individuales; y medios conec-
tados a dichos grupos de conductores para aplicar dicho
potencial eléctrico variable capaz de ser eléetricamente
acoplado a través de dicho dieléetrico a dicho medio ga-
5e080.

5¢= Un dispositivo de descarga en gas del tipo

que comprends, en combinacién: une pluralided de conducto-

- 29 -



15

20

25

30

chos conductores en filas; una pluralidad de conductores

en columnas; una delgada capa de dieléctrico sobre dichos
conductores en columnasj medios que.montan los conducto-
res recubiertos de dieléctrico en puntos espaciados, en
relacidn trangversal, donde los conductores se cruzen de-~
finiendo un punto de descarga, siendo igual el espaciamien

to entre conductores en dichos puntos de descarga; y un me

dio gaseoso ionizable a presidn entre dichos conductores

recublertos de dieléetrico para suministrar cargas para su

- almacenamiento en dicho recubrimiento de dieléctrico en

wn punto de descarga sdlamente al ser excitados eléctrica-
mente los conductores que definen dicho punto de descargs,
siendo dicho medio gaseoso contizuo en comfn 'a todos los
mencionados puntos de descarga de manera que en el medio
gaweoso puedan ocurrir una pluralidad de descargas indivi-
duales.

6.- Un digpositivo de descarga en gas, en parti-
cular del tipe de descarga mliltiple, que comprende en combi-
nacidn: un par de miembros de soporte; medios que unen di-
chos miembros de soporte en relacidn espaciada para consti-
tulr una sola qémara de gas delgada y herméticamente cerra-
da, estando 6puestas entre si superficies de pared enfrentg
das de dichos miembros de soportes; medios conductores mal-
tiples sobre cada superficie de pared opueste de dichos
miembros de soporte, respectivamente, estando dichos medios
conductores mliltiples prolongados mis alld de dichos medios
que unen dichos miembros de soporte y destinados a conectarse
a una aliménﬁgcién de tensidn alterna de trabajo, efectuando

conductores seleccionados de ‘dichos medios conductores mil-

15,1272 % - 30 -
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tiples sobre cads medio de soporte, cuando son alimentas—
dos, una plurslidad de descargas individugles en lugares
seleccionados dentro de dicho volumen de gas (nico; medios
de recubrimiento dieléctrico sobre. todos los medios con-
ductores dentro de dichas superficles de almacénaje qub
forman la chmars de gas para las cargas eléctricas pro-
ducidas en la descarga; y un medio gaseoso ionizable que
llena dicha delgade cémara de gas.

7.~ Un dispositivo segin la reivindicacidn 6,
en el cual dichas superficies de pared opuestag son lisas
y plenas, y por lo menos une de dichas paredes es transpa-
rente a la luz producida por las descargas dentro de dicho
volumen de gas tmico. '

8.~ Un dispositivo segln la reivindicacidn 1;
que incluye al menos un espaciador éngrosado inorgénico
que toca ambas superficies dieléctricas para mantener sus-
tancialmente constante la distancis entre dichas superfi-
cies dieléctricas.

9o~ Un dispositivo de descarga en gas. A

Tel y como se ha descrito en lg Memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acompafian y
para los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de treinta y una hojas escri~

4

tas a méquina por una sola cara.

maaria, 16 DI, 1972
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